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＜はじめに＞ SiC/Si 接合は次世代のパワ

ーデバイス材料として有望であるが、結晶

成長により良好な接合界面を得ることは困

難である。我々は真空中の表面処理プロセ

スを伴う表面活性化接合（SAB）法により、

SiC/Si 接合を実現しその特性を報告してい

る[1]。同接合はより簡便手法である直接接

合法（酸・アルカリを用いて表面処理した接

合面を貼り合わせ、熱処理を行うことによ

り接合を形成）によっても実現されている

[2]。GaAs/GaAs接合について報告されてい

るように[3]、直接接合による接合界面の電

気特性には接合条件によりばらつきが生ず

る。今回我々は直接接合における熱処理温

度に着目し、SiC/Si 接合の電気特性・接合

強度に与える影響を系統的に調べた。 

＜実験方法＞ p


-Si基板(キャリア濃度 2.6

×10
19

cm
3
)と n-4H-SiC エピ基板(エピ層

のキャリア濃度 1.0×10
17

cm
3
、厚さ：2.7

 m)を H2SO4：H2O2：H2O 溶液で親水化

処理をし、表面同士を密着させた。第１段階

（低温段階）で熱処理なし（26℃）、200℃、

300℃の 3 通りの条件でそれぞれ 5 時間、

5500Nの加重をかけ、第 2段階（高温段階）

で 700℃、1 時間の熱処理を行い 3 種の接

合試料を作製した。第 1 段階は真空中で、

第 2 段階は窒素雰囲気中で熱処理を行った。

各試料の容量-電圧（C-V）特性、ダイシェ

ア強度を測定し、接合形成時の熱処理が接

合界面に与える影響を調べた。 

＜結果と考察＞ 各試料の C-V 特性および

ダイシェア強度の第 1 段階における接合温

度依存性を図 1、図 2 に示す。図 1 中には

C-V特性から求まる SiC中の不純物濃度も

併せて示す。第 1 段階における熱処理温度

が高いほど C-V特性から得られる不純物濃

度は SiC の濃度に近くなる傾向があり、ま

た接合強度も高い値を示している。今回の

結果は直接接合法に依るSiC/Si接合界面特

性は接合形成時の低温段階での処理温度に

依存していることを示す。 
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Fig. 1 C-V characteristics of n-4H-SiC/p


-Si junctions. 
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Fig. 2 Bonding strength of SiC/Si 

junctions. 
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